采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	12英寸槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。
1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。
2、评标标准
2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在具体要求中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

二、具体技术规格

12英寸槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备

（一）技术要求：

[bookmark: _Toc178672500]1、工作条件：
1.1使用环境：1000级以上无尘室，湿度45±10%，温度23±2℃
1.2电源：380VAC/3p 50Hz 厂商提供变压器208VAC/3p 50Hz1.3 化学品厂务供给，机台预留相关接口。
2、购置理由及用途：
主要用来进行氧化硅湿法刻蚀、氮化钛湿法刻蚀、多晶硅湿法刻蚀、氮化硅湿法刻蚀、IGZO湿法刻蚀及钼湿法刻蚀。12英寸晶圆的高精度槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备，具备稳定可靠的工艺性能、宽阔的工艺窗口和良好的工艺兼容性。
3、技术要求及参数：
3.1 机台整机硬件配置要求
★3.1.1机台支持12英寸晶圆干进干出，单工艺槽最大可进行50片晶圆同时工艺；
★3.1.2所有循环工艺槽配置N2鼓泡功能；
★3.1.3 所有循环工艺槽配置风囊泵、过滤器、温度控制器； 
▲3.1.4 机台系统支持全自动化物料传输系统AMHS。
▲3.1.5 机台安全互锁、报警等符合SEMI-S2标准及提供最新的SEMI-S2认证。
3.1.6碎片或破片率小于1/10000
▲3.1.7 MTTR≥650h
▲3.1.8 MTBF≤4h

3.2 氧化硅湿法刻蚀硬件及刻蚀能力
★3.2.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持DHF或BOE，多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温。
★3.2.2 化学品槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；过滤颗粒物精度≥10nm。机台具备供厂务连接氢氟酸100:1、氨水、双氧水化学品供给的预留接口；DHF配比浓度范围：DHF 100:1~200:1。
★3.2.3 化学品槽温度系统：帕尔贴温度控制器，范围22.5-23.5℃，控制精度±0.2℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。
3.2.4 气体流场系统：控制工艺区微正压 5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。
★3.2.5 化学品补液系统：支持2路工艺化学品供给接口，分别是DHF、BOE，配液采用流量计方式，补液采用定量泵方式，补液流量精度≤5ml。
3.2.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。
★3.2.7 N2鼓泡系统：配置微纳N2鼓泡装置，支持3D结构侧向刻蚀。
★3.2.8 化学浓度检测系统：配置浓度检测系统，用于化学品成分的判断。
3.2.9 湿法刻蚀清洗能力：
▲3.2.9.1氧化硅刻蚀速率ER：10±0.3A/min（DHF 200：1）；
▲3.2.9.2 氧化硅刻蚀均匀性Uniformity：≤1.5%（WIW）；
▲3.2.9.3 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm（DHF+SC1+Dry）；
★3.2.9.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS, Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.3 氮化钛湿法刻蚀硬件及刻蚀能力
★3.3.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持氮化钛湿法液；多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能，支持2种不同化学品配比，支持温度范围：室温~65℃，配置6 个喷嘴喷淋。
★3.3.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接氮化钛刻蚀液，其它2种预留化学品供给的预留接口。
★3.3.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，调控温度范围60~70℃，控制精度±1℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。
3.3.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。
★3.3.5 化学品补液系统：配置氮化钛刻蚀液管路，使用流量计方式配液及补液。
3.3.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。
★3.3.7 N2鼓泡系统：微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。 
3.3.8湿法刻蚀清洗能力
▲3.3.8.1 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm； 
▲3.3.8.2 氮化钛刻蚀速率ER：≤10A/min（化学药液配合实现）；
▲3.3.8.3 氮化钛刻蚀均匀性Uniformity：≤2%（WIW）（化学药液配合实现）；
★3.3.8.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.4 多晶硅湿法刻蚀硬件及刻蚀能力
★3.4.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持TMAH化学液，多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温。
★3.4.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接TMAH 2.38%、氨水、双氧水供给的预留接口。TMAH配比浓度范围：TMAH 2.38%~0.33%。
★3.4.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，调控温度范围55~70℃，控制精度±0.5℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。
3.4.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。
★3.4.5 化学品补液系统：配置TMAH药液管路，使用流量计的方式配液和补液。
3.4.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。
★3.4.7 N2鼓泡系统：微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。
3.4.8 湿法刻蚀清洗能力
▲3.4.8.1 多晶硅刻蚀均匀性Uniformity：≤3%（WIW）；
▲3.4.8.2 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm；(TMAH+SC1+Dryer)
★3.4.8.3 金属污染控制：TXRF/ICP-MS, Element:Mg,Al,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn<1E10 atom/cm²。

3.5氮化硅及IGZO湿法刻蚀硬件及刻蚀能力
★3.5.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持高温磷酸工艺（120-165℃），多种工艺槽支持SC1、DHF和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温；DHF配比范围：500：1~3000：1；温度范围：室温~65℃，配置6 个喷嘴喷淋。
★3.5.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~40L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接特殊磷酸、常规磷酸、氨水、双氧水、氢氟酸化学品供给的预留接口。
★3.5.3 化学槽温度系统：12KW 大功率在线加热器，调控温度范围120~165℃，控制精度≤1℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。 
3.5.4 气体流场系统：控制工艺区微负压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。
★3.5.5 化学品补液系统：配置2路工艺化学品管路，分别是特殊配方磷酸、常规磷酸，使用流量计方式配液和补液计；补液在设置在工艺前、工艺后、定时、液位4种模式。
3.5.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统，其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；
▲3.5.7 化学浓度检测系统：具备光学在线浓度检测系统，用于检测化学品的水含量，控制精度：≤±0.05%。
★3.5.8 N2鼓泡系统： 配置微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。
3.5.9 氮化硅湿法侧向刻蚀能力
▲3.5.9.1 氮化硅刻蚀速率ER：45±2A/min；（特殊配方磷酸配合收取工艺能力数据）
▲3.5.9.2 氮硅刻蚀均匀性WIW：≤2%；（特殊配方磷酸配合收取建立工艺能力数据）
★3.5.9.3 颗粒物清洗PA：后值-前值≤100ea，@60nm；
★3.5.9.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。
▲3.5.9.5 深宽比HAR：≥100：1；
▲3.5.9.6 刻蚀层厚度 Film Thickness：≥10um；
▲3.5.9.7 结构内差异性：Film Thickness：≥10um ，TOP to Bottom range：≤5%；

3.6 钼湿法刻蚀硬件及刻蚀能力
★3.6.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持钼刻蚀成品化学液，多种工艺槽支持SC1、SC2及 DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，SC2配比浓度范围：1:1:50~1:4:130。
★3.6.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接钼刻蚀液、氨水、双氧水、盐酸化学品供给的预留接口。    ★3.6.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，温度调控范围30~35℃，控制精度±0.5℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。
3.6.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。
★3.6.5 化学品补液系统：配置钼刻蚀液管路，使用流量计方式配液和补液。
3.6.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。
★3.6.7 N2鼓泡系统：配置微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。 
3.6.8 湿法刻蚀清洗能力
▲3.6.8.1 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm；
▲3.6.8.2 钼刻蚀速率ER：≤10A/min（化学药液配合实现）；
▲3.6.8.3 钼刻蚀均匀性Uniformity：≤2%（WIW）（化学药液配合实现）；
★3.6.8.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.7干燥模块
3.7.1配置2套干燥系统，通过水循环泵抽真空的方式保持腔体的低压。
★3.7.2 支持12英寸晶圆完全干燥，不能有水渍残留（TEM表征）
3.7.2一套是-80pa干燥系统用于氧化硅刻蚀、碳化钛刻蚀、多晶硅刻蚀、氮化硅刻蚀等工艺的低压干燥，满足深宽比≤50：1结构工艺干燥能力。
★3.7.3一套干燥系统是针对高深宽比结构的干燥装置（-90pa）；有效防止高深宽≥100：1结构的干燥过程中的坍塌问题。
3.7.4 IPA vapor浓度：≥50%。
▲3.7.5颗粒指标清洗PA：差值≤100ea，@60nm。

3.8传输模块
支持FOUP全自动传输，Loadpor 4个，FOUP工位14个，一次最多可支持12英寸晶圆50片。对于晶圆错位、碎片等异常情况报警提示并停止传输，保护产品和机台的安全

3.9软件控制模块
3.9.1 系统软件基于Windows操作系统。
3.9.2 自主编写的控制软件且符合SEMI标准，可视化图形操作界面，操作按钮的功能指示应当清晰，方便识别。
3.9.3 软件功能：提供多种用户权限，并且可以根据用户要求调整权限。系统自动记录工艺过程中的重要参数，并且可以生成csv文件，方便用户查询。提供给用户重要参数的实时变化，并且以曲线的形式显示，辅助用户分析和监测。
3.9.4 安全性能：1、系统提供完备的报警和安全互锁功能。2、工艺异常后会立即终止工艺，关闭射频电源，关闭全部气路阀门，隔离腔室。3、紧急情况发生时，可以通过EMO回路紧急停止设备，减少人员设备伤害。4、标识：化学品、高温、高压部分都贴有危险标记以提醒注意；可活动和转动的机械部分都贴有危险标记以提醒注意。5、报警接口：系统提供连接液体泄漏检测报警装置的接口。6、灭火消防：机台配置自动消防系统并提供信号检测接口。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	系统
	子类别
	物料名称
	数量

	1.主机部分
	1.1工艺模块
	DHF(BOE)_N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/QDR)
	1单元2槽

	
	
	H4-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/HQDR)
	1单元2槽

	
	
	TMAH-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/QDR)
	1单元2槽

	
	
	H3PO4-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/DHF/HQDR)
	1单元2槽

	
	
	Mo- N2鼓泡/多种工艺槽( SC1/SC2/QDR)
	1单元2槽

	
	
	Low Pressure Dryer
	2槽

	
	
	Chuck wash
	1个

	
	1.2 传输系统
	Loadport模块
	4个

	
	
	STK Foup存储系统14位
	1个

	
	
	WTS传输系统
	1个

	
	
	PTR工艺机械手
	1个

	
	
	Single LTR模块机械手
	12个

	
	1.3 电源系统
	PDU电源柜
	2个

	
	
	SIC控制柜
	1个

	
	
	SD驱动柜
	1个

	
	1.4 浓度控制
	H3PO4浓度计
	1个

	2.附属设备
	2.1 防火系统
	防火系统
	1个

	
	2.2 水加热器
	DIW Heater
	1个

	3.产品手册
	3.1 手册
	手册
	1份

	4.备件
	4.1 标准备件
	随机备件
	1套

	5.其他要求
	5.1 工具
	随机工具
	1套




（二）商务要求：

1、技术服务条款： 
售后服务要求： 
[bookmark: OLE_LINK20]1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障10个工作日内现场解决。
2）供应商免费提供技术支持热线电话。
3）质量保证期从验收合格之日起，提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。
培训要求：
供应商免费提供上门安装服务。当客户提出培训、调试需求时，供应商需在24小时内响应，并在48内免费提供技术工程师到现场进行调试及培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。
2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
3、交货日期：合同签订后的6个月内交货；

[bookmark: OLE_LINK3]4、交货地点：中国科学院微电子研究所用户指定地点

5、验收标准：
1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,如供应商届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。
2）现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应根据用户现场条件设计安装方案，并经用户认可。用户方派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件:设备安装、调试时间由设备供应商和用户方协商确定。
[bookmark: OLE_LINK21]3）供应商应提出仪器设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。仪器设备测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。
4）保修期自设备验收合格之日开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
5）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
6）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准：无

7、其它
对仪器设备生产厂家要求：
1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

★8、付款方式：
合同签订后30日内预付60%，到货30日内付款30%，验收合格后30日内结清剩下的10%。如预付款延期，则交期顺延。

★9、投标报价要求：
（1）本项目不允许采购进口产品。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否

11、预算金额：3800万元
最高限价：3800万元
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